ピコビョウ エンハンスメント キョウシンキ ニヨル テラヘルツハ ハッセイ ニ カンスル ケンキュウ by 瀧田, 佑馬
  
氏     名   瀧田 佑馬  
学 位 の 種 類   博士（工学） 
学 位 記 番 号   第 5883 号 
学位授与年月日   平成 25年 3月 21 日 
学位授与の要件   学位規則第４条第１項該当者 
学 位 論 文 名   ピコ秒エンハンスメント共振器によるテラヘルツ波発生に関する研究 
論文審査委員   主 査 教授 細田 誠   副 査 教授 中山正昭 
          副 査 教授 寺井 章   副 査 客員教授 熊谷 寛 
 
 














第 3 章では、長方形 MgO:LiNbO3結晶を用いた Si プリズム結合型ピコ秒テラヘルツ波パラメト
リック発振器の開発について述べた。エンハンスメント共振器がパラメトリック発振器の役割を兼
ねることにより、50 MW/cm2 の低閾値動作を達成し、またその共振器長を制御することにより、
0.1 ~ 3.5 THz の広帯域にわたって周波数可変なテラヘルツ波発生を実証した。さらに、ピコ秒動作
である点を活かし、テラヘルツ波パラメトリック発振器から発生したテラヘルツ波パルスの電場波
形の測定に初めて成功し、Si プリズム結合器がその放射特性に与える影響を明らかにした。 
第 4 章では、台形 MgO:LiNbO3結晶を用いた面放射型ピコ秒テラヘルツ波パラメトリック発振器
の開発について述べた。台形結晶を用いた面放射方式の採用により、全周波数可変域においてピコ
秒テラヘルツ波パラメトリック発振器の高出力化に成功し、最大出力が得られた 2 THz 付近におい
て 1.9 倍の出力増大を達成した．この面放射の効果は、MgO:LiNbO3結晶の吸収の影響が大きくな






最後に、第 5 章では、本研究で得られた成果を総括し、本論文の結論とした。 
 
 




























できるため、結晶による吸収の影響を著しく低下させることに成功している。結果として、0.1 〜 3.5 
THzの全周波数可変域においてテラヘルツ波パラメトリック発振器の高出力化を実現し、最大出力が
得られた 2 THz付近においては前記の長方形 LN結晶の結果に比べて 1.9倍の出力増大が得られてい
る。また、この改良の効果は結晶のテラヘルツ波吸収の影響が大きくなる 2.5 THz以上の高周波数領
域において顕著に現れ、長方形 LN結晶の結果に比べて最大で 6.8倍という出力増大が得られるとい
う、これまでにない特徴を持っている。 
以上のように、本論文は、エンハンスメント共振器を用いた疑似 CW テラヘルツ波光源を開発する上
での斬新かつ重要な指針を示しており、テラヘルツ波領域の光源、分光計測、光源利用の各分野の発
展に寄与するところが大きい。よって、本論文の著者は、博士（工学）の学位を受ける資格を有する
ものと認める。 
